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(57)【要約】
【課題】ＥＧ能力を高めたウェーハの製造方法を提供す
る。
【解決手段】本発明のウェーハの製造方法は、単結晶イ
ンゴットから切り出したウェーハの両面を平坦化加工し
た後、平坦化加工が施されたウェーハの少なくとも下面
側のダメージをダメージ深さが５ｎｍ～１０μｍにまで
加工する工程と、ウェーハの下面側のダメージが残った
状態で、ウェーハの少なくとも下面側にポリシリコン層
を形成する工程と、ウェーハの上面側を枚葉エッチング
する工程と、枚葉エッチングを終えたウェーハの上面側
を鏡面にするため仕上げ研磨する工程とを含むことを特
徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶インゴットから切り出したウェーハの両面を平坦化加工した後、前記平坦化加工
が施されたウェーハの少なくとも下面側のダメージをダメージ深さ５ｎｍ～１０μｍにま
で加工する工程と、
　前記ウェーハの下面側のダメージが残った状態で、前記ウェーハの少なくとも下面側に
ポリシリコン層を形成する工程と、
　前記ウェーハの上面側を枚葉エッチングする工程と、
　前記枚葉エッチングを終えたウェーハの上面側を鏡面にするため仕上げ研磨する工程と
　を含むことを特徴とするウェーハの製造方法。
【請求項２】
　所望のダメージにまで加工する工程が、前記ウェーハの両面を片面ずつ機械研磨するこ
とにより行われ、前記ウェーハの少なくとも下面側のダメージのダメージ深さが１００～
４００ｎｍである請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　所望のダメージにまで加工する工程が、前記ウェーハの両面を片面ずつ機械研磨し、更
に、前記ウェーハの両面を片面ずつ乾式研磨をすることにより行われ、前記ウェーハの少
なくとも下面側のダメージのダメージ深さが５～２０ｎｍである請求項１記載の製造方法
。
【請求項４】
　ポリシリコン層は０．０１～５μｍの厚さで形成される請求項１記載の製造方法。
【請求項５】
　枚葉エッチングによる取り代が２～５μｍである請求項１記載の製造方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５いずれか１項に記載の製造方法により得られたウェーハであって、
　前記ウェーハの下面側に深さが５ｎｍ～１０μｍのダメージを有し、前記ダメージを有
する下面側にポリシリコン層が積層され、
　前記ウェーハの上面側が鏡面加工された
　ことを特徴とするウェーハ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下面側に外部ゲッタリング層を有するウェーハの製造方法及び該方法により
得られたウェーハに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイス素子の製造には、その基板としてチョクラルスキー法（以下、
ＣＺ法という。）によって育成されたシリコン単結晶インゴットから所定の板厚で切出さ
れたシリコンウェーハが用いられている。近年の半導体デバイス素子においては、デバイ
スの集積度の増大が著しく、これに伴い、より一層の高品質なシリコンウェーハが要求さ
れている。このためデバイス製造プロセスにおいて製造工程のクリーン化が進められたり
、デバイスの電気的な活性領域であるシリコンウェーハの表面近傍の完全性を高める努力
、即ちウェーハ表面近傍を無欠陥にする努力が図られている。このシリコンウェーハの表
面近傍を無欠陥にするには、シリコンウェーハの表面近傍の酸素析出物（Bulk Micro Def
ect、以下、ＢＭＤという。）の密度を極力低減させることが重要となる。このＢＭＤは
熱処理によってシリコンウェーハ中に顕在化する。このＢＭＤがウェーハ表面近傍に存在
すると、デバイスの信頼性や歩留まりに悪影響を及ぼす。
【０００３】
　また、デバイス製造工程では、Ｆｅ、Ｃｕ、Ｎｉ等の金属不純物が混入する製造工程が
いくつかある。これらの金属不純物がウェーハ表面近傍に存在するとデバイス特性が劣化
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したり、製品の歩留まりを低下させたりする原因となるため、金属不純物が電気的な活性
領域であるウェーハ表面に取り込まれないように防止する必要がある。
【０００４】
　そのため、ＢＭＤ密度を制御し、かつ、金属不純物汚染をデバイス形成領域から取り除
く技術（ゲッタリング技術）が重要とされている。通常、このゲッタリング技術としては
内部ゲッタリング法（Intrinsic Gettering、以下、ＩＧ法という。）や、外部ゲッタリ
ング法（Extrinsic Gettering、以下、ＥＧ法という。）などに分類される。
【０００５】
　ＩＧ法は高温熱処理によりウェーハ表面近傍の酸素濃度を低下させてウェーハ表面近傍
にＢＭＤのない層（Denuded Zone、以下、ＤＺ層という。）を作るとともに、このＤＺ層
より深い位置に高密度のＢＭＤを生成し、このＢＭＤ欠陥を金属不純物の捕獲源とする方
法である。しかし、ＩＧ法は、ゲッタリング源を作り出すために複雑で長時間の熱処理を
要し、しかもＮｉのようなシリコン中で拡散の速い金属元素のゲッタリングには必ずしも
効果的でなかった。
【０００６】
　ＥＧ法には、サンドブラスティングに代表される機械的ダメージを付与する方法や、シ
リコンウェーハの下面側にポリシリコン層を成長させ、このポリシリコン層を金属不純物
の捕獲源とする方法（PolySilicon Back Side、以下、ＰＢＳという。）などがある。
【０００７】
　サンドブラスティングは、人工的にＳｉＯ2の砥粒をジェットノズルから空気圧により
ウェーハ下面に噴射させ、ウェーハ下面側に機械的損傷を付けてやり、この機械的損傷か
ら発生した結晶欠陥を金属不純物の捕獲源とするものである。しかし、サンドブラスティ
ングなどの機械的ダメージを付与する方法は、機械的損傷を与える過程で生じるシリコン
ダストをウェーハから完全に除去することが難しく、新たな欠陥の発生源になり得る不具
合があり、また下面の損傷を定量的に再現性よく制御することが困難な問題点もあった。
【０００８】
　ＰＢＳ法によりポリシリコン層を下面側に形成したシリコンウェーハ（以下、ＰＢＳウ
ェーハという。）は熱処理が施されることで、デバイス製造工程で生じた金属不純物をポ
リシリコン層に捕獲することができる。
【０００９】
　従来、ＰＢＳウェーハの製造プロセスとしては、図６に示すように、先ず、ＣＺ法によ
り引き上げられた単結晶インゴットをスライスし（工程１）、スライスウェーハの両面を
平坦化加工する（工程２）。次いで、この平坦化加工が施されたウェーハには、平坦化加
工で発生したダメージの除去およびウェーハの形状の高精度化のために、ウェーハの上面
及び下面を片面ずつ研削する片面研削がそれぞれ行われる（工程３）。続いて、片面研削
工程で発生したダメージの除去およびウェーハ表面の鏡面化のために、ウェーハの両面を
同時に研磨する両面同時研磨が施される（工程４）。次に、ウェーハの下面側にポリシリ
コン層が形成される（工程５）。そして、ウェーハ上面側のみに鏡面研磨が施される（工
程６）。更に、ウェーハ上面側のみを仕上げ研磨が施される（工程７）。これにより所望
のＰＢＳウェーハを製造していた。
【００１０】
　また、単結晶インゴットから切り出したウェーハの両面を、研削加工又はラッピング加
工したうえエッチングし、このウェーハの裏面にのみゲッタリング効果を得るためのポリ
シリコン層をエッチング後のウェーハの裏面形状に沿って形成し、このポリシリコン層に
対して、メカノケミカル研磨を行い、ポリシリコン層の凸部を除去して平坦化した後、こ
のポリシリコン層を研磨盤のキャリアプレートに接着し、ウェーハの表面を鏡面研磨する
方法も開示されている（例えば、特許文献１参照。）。この特許文献１によれば、ウェー
ハ裏面に形成したポリシリコン層の平坦度を高めることにより、鏡面研磨されたポリシリ
コン層を有するウェーハ表面の平坦度の向上を図ることができる。
【特許文献１】特許第２８３９８０１号（請求項１、段落［００４７］）
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記従来の方法によるＰＢＳウェーハでは、エッチングを施した後のエ
ッチング面や両面同時研磨を施した後の研磨面にポリシリコン層を形成しているため、ゲ
ッタリング能力が弱いという問題があった。
【００１２】
　本発明の目的は、ＥＧ能力を高めたウェーハの製造方法及び該方法により得られたウェ
ーハを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１に係る発明は、単結晶インゴットから切り出したウェーハの両面を平坦化加工
した後、平坦化加工が施されたウェーハの少なくとも下面側のダメージをダメージ深さ５
ｎｍ～１０μｍにまで加工する工程と、ウェーハの下面側のダメージが残った状態で、ウ
ェーハの少なくとも下面側にポリシリコン層を形成する工程と、ウェーハの上面側を枚葉
エッチングする工程と、枚葉エッチングを終えたウェーハの上面側を鏡面にするため仕上
げ研磨する工程とを含むことを特徴とするウェーハの製造方法である。
【００１４】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明であって、所望のダメージにまで加工する
工程が、ウェーハの両面を片面ずつ機械研磨することにより行われ、ウェーハの少なくと
も下面側のダメージのダメージ深さが１００～４００ｎｍである製造方法である。
【００１５】
　請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明であって、所望のダメージにまで加工する
工程が、ウェーハの両面を片面ずつ機械研磨し、更に、ウェーハの両面を片面ずつ乾式研
磨をすることにより行われ、ウェーハの少なくとも下面側のダメージのダメージ深さが５
～２０ｎｍである製造方法である。
【００１６】
　請求項４に係る発明は、請求項１に係る発明であって、ポリシリコン層は０．０１～５
μｍの厚さで形成される製造方法である。
【００１７】
　請求項５に係る発明は、請求項１に係る発明であって、枚葉エッチングによる取り代が
２～５μｍである製造方法である。
【００１８】
　請求項６に係る発明は、請求項１ないし５いずれか１項に記載の製造方法により得られ
たウェーハであって、ウェーハの下面側に深さが５ｎｍ～１０μｍのダメージを有し、ダ
メージを有する下面側にポリシリコン層が積層され、ウェーハの上面側が鏡面加工された
ことを特徴とするウェーハである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のウェーハの製造方法は、ＥＧ能力を高めたウェーハを製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
　育成されたシリコン単結晶インゴットは、先ず、抵抗率や結晶性の検査を行った後、先
端部及び終端部を切断し、一定の抵抗率範囲のブロックに切断する。そして、育成された
ままの状態のインゴットは完全な円筒形にはなっておらず、また直径も均一ではないので
、各ブロック体を直径が均一になるように外周研削する。特定の結晶方位を示すために、
外径研削されたブロック体にオリエンテーションフラットやオリエンテーションノッチを
施す。
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【００２２】
　このプロセスの後、図１に示すように、ブロック体は棒軸方向に対して所定角度をもっ
てスライスされる（工程１１）。スライスウェーハは、ウェーハの周辺部の欠けやチップ
を防止するためにウェーハの上面の周辺部及び下面の周辺部に面取り加工が施される。ウ
ェーハの上面の周辺部及び下面の周辺部に面取りを施すことにより、例えば面取りされて
いないシリコンウェーハ表面上にエピタキシャル成長するときに周辺部に異常成長が起こ
り環状に盛り上がるクラウン現象を抑制することができる。
【００２３】
　次いで、ウェーハの両面に平坦化加工が施される（工程１２）。この平坦化加工は、上
面及び下面を同時に研削する両面同時研削でもよいし、ラッピングにより行ってもよい。
この平坦化加工によって、スライス等の工程で生じたウェーハ両面の凹凸層を平坦化して
ウェーハ両面の平坦度とウェーハの平行度が高められる。
【００２４】
　次に、平坦化加工が施されたウェーハの少なくとも下面側のダメージをダメージ深さ５
ｎｍ～１０μｍにまで加工する（工程１３）。この工程での加工によるダメージ深さを上
記範囲内としたのは、下限値未満では加工されたダメージがＥＧシンクとして働かず、Ｅ
Ｇ能力向上に寄与しないためであり、上限値を越えると割れや発塵の原因になるためであ
る。この加工によるダメージ深さは、２０ｎｍ～２μｍの範囲内が好ましい。また、この
所望のダメージにまで加工する工程を、ウェーハの下面のみ機械研磨することにより行う
だけでなく、ウェーハの両面を片面ずつ機械研磨することにより行ってもよい。この場合
のウェーハの少なくとも下面側のダメージのダメージ深さは１００～４００ｎｍとなる。
機械研磨することによってダメージ深さを４００ｎｍ程度とするには、研磨に使用する砥
石に、番手が＃２０００のものを使用することで達成できる。また、機械研磨によってダ
メージ深さを１００ｎｍ程度とするには、研磨に使用する砥石に、番手が＃８０００のも
のを使用することで達成できる。また、この所望のダメージにまで加工する工程を、ウェ
ーハの両面を片面ずつ機械研磨し、更に、ウェーハの両面を片面ずつ乾式研磨をすること
により行ってもよい。この場合のウェーハの少なくとも下面側のダメージのダメージ深さ
は５～２０ｎｍとなる。乾式研磨はシリカのような研磨剤を埋め込んだ研磨布を用い、薬
品やスラリーを使用しない乾式加工で行われる方法である。この乾式研磨は、ドライポリ
ッシュとも言われる。なお、平坦化加工を終えた時点のダメージ深さから、所望のダメー
ジ深さとするまで乾式研磨のみで行うのは、時間がかかり経済的とはいえない。従って、
ある一定ダメージ深さとなるまでは、機械研磨を行い、続いて乾式研磨で所望のダメージ
深さとすることが効率的である。
【００２５】
　次に、ウェーハの下面側のダメージが残った状態で、ウェーハの少なくとも下面側にポ
リシリコン層を形成する（工程１４）。これにより、ウェーハ下面側は、ダメージによる
ＥＧシンクとポリシリコン層によるＥＧシンクの双方を備えることになり、単にポリシリ
コン層を有するウェーハに比べてＥＧ能力が向上する。ポリシリコン層は０．０１～５μ
ｍの厚さで形成されることが好ましい。厚さを上記範囲内としたのは、下限値未満ではゲ
ッタリング効果に乏しく、上限値を越えると生産性が低下する不具合を生じるためである
。特に好ましい厚さは０．８～３μｍである。ポリシリコン層は、従来より知られている
方法及び条件で形成することが可能である。例えばＣＶＤ炉内に少なくとも下面側にダメ
ージを有するシリコンウェーハを載置し、炉内のシリコンウェーハを６００～７００℃の
温度に加熱しながら炉内にＳｉＨ4を原料として供給することで、シリコンウェーハの下
面側に、ポリシリコン層が形成される。なお、ポリシリコン層は下面側のみの形成に限ら
ず、ウェーハの全面に形成してもよい。この場合は、後に続く枚葉エッチング工程で、上
面側に形成されたポリシリコン層が取り除かれることになる。
【００２６】
　続いて、ウェーハの上面側を枚葉エッチングする（工程１５）。これにより、ウェーハ
の上面側の平坦度と平行度を高めることができる。また、ウェーハの上面に、機械加工プ
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ロセスによって導入された加工変質層が残留している場合にはこの加工変質層を完全に除
去することができる。更に、使用するエッチング液として酸エッチング液を用いることで
、ウェーハの表面粗さを制御することができる。枚葉エッチングはウェーハ一枚ごとにウ
ェーハ表面をエッチングする方法である。本発明では、スピンエッチング方式が採用され
る。スピンエッチング方式では、例えば、以下のようにしてエッチングが行われる。先ず
、ウェーハを支持台の上に水平に載せ、ウェーハを回転させる。そして回転させた状態で
ウェーハ表面にノズルからエッチング液を供給する。供給されたエッチング液は、ウェー
ハ回転の遠心力によりウェーハ中心側からウェーハ外周縁側へとウェーハの上面をエッチ
ングしながら徐々に移動し、ウェーハの外周縁から液滴となって飛散する。使用するエッ
チング液はフッ酸、硝酸及びリン酸をそれぞれ含有した水溶液が好ましい。また水溶液中
に含まれるフッ酸、硝酸及びリン酸の混合割合は質量％でフッ酸：硝酸：リン酸＝０．５
～４０％：５～５０％：５～７０％となるように調製されることが好ましい。枚葉エッチ
ングによる取り代は２～５μｍに規定される。取り代を上記範囲内としたのは、下限値未
満では、エッチングが均一に行われない不具合を生じるためであり、また、上面側にポリ
シリコン層が形成された場合や、ダメージが形成された場合にこれらを除去することがで
きないためである。また、上限値を越えるとウェーハ形状を必要以上に変えてしまう不具
合を生じるためである。
【００２７】
　なお、従来の方法で採用されている両面同時研磨工程に代えて、本発明のように枚葉エ
ッチングを使用せず、上面側のみに片面研磨をする方法も考えられるが、この場合、片面
研磨によってウェーハにスクラッチが入ってしまうため、好ましくない。
【００２８】
　枚葉エッチングした後は、ウェーハをスピンしながらウェーハ表面に純水を供給して洗
浄し、窒素をウェーハ表面に吹付けてウェーハ表面を乾燥させることが好ましい。
【００２９】
　更に、枚葉エッチングを終えたウェーハの上面側を鏡面にするため仕上げ研磨する（工
程１６）。通常行われているような仕上げ研磨では、上面側の粗さを小さくすることがで
きない場合には、複数回に分けて行ってもよい（工程１７，１８）。
【００３０】
　以上の工程を経ることにより、所望のＰＢＳウェーハを製造することができる。
【００３１】
　本発明のウェーハは、上記本発明の製造方法により得られたウェーハであって、ウェー
ハの下面側に深さが５ｎｍ～１０μｍのダメージを有し、ダメージを有する下面側にポリ
シリコン層が積層され、ウェーハの上面側が鏡面加工されたことを特徴とする。
【００３２】
　このように、ウェーハ下面側に、ダメージによるＥＧシンクとポリシリコン層によるＥ
Ｇシンクの双方を備えるため、単に下面側にポリシリコン層を有するウェーハに比べてＥ
Ｇ能力が向上する。
【実施例】
【００３３】
　次に本発明の実施例を比較例とともに詳しく説明する。
【００３４】
　＜実施例１＞
　先ず、直径が３００ｍｍのウェーハを製造するためのシリコン単結晶インゴットを用意
し、このインゴットをスライスして複数枚のスライスウェーハを得た。次いで、スライス
ウェーハ周辺部に面取り加工を施した。次に、平坦化加工として、図示しない研削装置を
用いてウェーハの上面及び下面を同時に研削する両頭研削を施した。
【００３５】
　続いて、平坦化加工が施されたウェーハに対して、図示しない片面研削装置を用い、番
手が＃２０００の砥石で、ウェーハの上面のみに片面研削を施し、続いて同様の条件でウ
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ェーハの下面のみに片面研削を施すことで、ウェーハの両面のダメージを加工した。
【００３６】
　番手が＃２０００の砥石を用いて片面研削を施した後のウェーハ下面側断面を透過型電
子顕微鏡（Transmission Electron Microscope）にて測定し、下面側断面のダメージ深さ
を評価したところ、ダメージ深さは４００ｎｍであった。測定したＴＥＭ像を図２に示す
。
【００３７】
　次に、上面及び下面のダメージが残った状態のウェーハに対して、ＣＶＤ法により、ウ
ェーハの全面に厚さ０．８μｍのポリシリコン層を形成した。使用原料としてはＳｉＨ4

を、堆積時の温度は６５０℃とした。
【００３８】
　続いて、枚葉式エッチング装置を用いてウェーハの上面側に枚葉式エッチングを施し、
上面側に形成したポリシリコン層及びダメージを取除いた。エッチング液には、フッ酸、
硝酸、リン酸及び水の混合割合が質量％でフッ酸：硝酸：リン酸：水＝１０％：３０％：
３０％：３０％とした酸エッチング液を用いた。またエッチングにおけるウェーハ回転速
度を６００ｒｐｍ、供給するエッチング液の流量を３リットル／分にそれぞれ制御し、１
０秒間エッチングを行った。この枚葉式エッチングにおけるエッチング取り代を２μｍと
した。
【００３９】
　エッチングした後は、ウェーハをスピンしながらウェーハ表面に純水を供給して洗浄し
、窒素をウェーハ表面に吹付けてウェーハ表面を乾燥させた。
【００４０】
　更に、枚葉エッチングを終えたウェーハの上面側を鏡面にするため仕上げ研磨を施し、
ＰＢＳウェーハを得た。この仕上げ研磨における取り代は０．１μｍとした。
【００４１】
　＜実施例２＞
　平坦化加工が施されたウェーハに、番手が＃２０００の砥石を用いた片面研削に代えて
、番手が＃８０００の砥石を用いた片面研削を施した以外は実施例１と同様にしてＰＢＳ
ウェーハを得た。
【００４２】
　なお、番手が＃８０００の砥石を用いて片面研削を施した後のウェーハ下面側断面をＴ
ＥＭにて測定し、下面側断面のダメージ深さを評価したところ、ダメージ深さは１００ｎ
ｍであった。測定したＴＥＭ像を図３に示す。
【００４３】
　＜実施例３＞
　平坦化加工が施されたウェーハに、番手が＃２０００の砥石を用いた片面研削に代えて
、番手が＃２０００の砥石を用いて片面研削した後、更に、乾式研磨を施した以外は実施
例１と同様にしてＰＢＳウェーハを得た。
【００４４】
　なお、乾式研磨を施した後のウェーハ下面側断面をＴＥＭにて測定し、下面側断面のダ
メージ深さを評価したところ、ダメージ深さは２０ｎｍであった。測定したＴＥＭ像を図
４に示す。
【００４５】
　＜比較例１＞
　平坦化加工が施されたウェーハに、番手が＃２０００の砥石を用いた片面研削に代えて
、ウェーハの上面及び下面を同時に研磨する両面同時研磨を施した以外は実施例１と同様
にしてＰＢＳウェーハを得た。
【００４６】
　なお、両面同時研磨を施した後のウェーハ下面側断面をＴＥＭにて測定し、下面側断面
のダメージ深さを評価したところ、ダメージは生じておらず、ダメージ深さを０ｎｍと評
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価した。測定したＴＥＭ像を図５に示す。
【００４７】
　＜比較試験１＞
　実施例１～３及び比較例１で得たＰＢＳウェーハについて、以下の方法によりＥＧ能力
を評価した。先ず、ウェーハの上面側に１×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ3濃度のＮｉ含有溶
液を滴下し、ウェーハをスピンコートすることにより、ウェーハの上面側をＮｉで強制的
に汚染した。次に、強制汚染したウェーハを窒素雰囲気中で９００℃、３０分間保持する
拡散熱処理を施した。更に、原子吸光法によりウェーハ上面側のＮｉ残留量を測定した。
測定結果を次の表１にそれぞれ示す。
【００４８】
　＜比較試験２＞
　また、実施例１～３及び比較例１で得たＰＢＳウェーハについて、強制汚染させる金属
元素をＮｉからＣｕに代えた以外は上記比較試験１と同様にして、ウェーハ上面側の金属
残留量を測定することにより、ＥＧ能力を評価した。測定結果を次の表１にそれぞれ示す
。
【００４９】
【表１】

　表１から明らかなように、実施例１～３と比較例１とを比較すると、比較例１では１０
10／ｃｍ2オーダーであるのに対し、実施例１～３は１０8～１０9／ｃｍ2オーダーとＥＧ
能力に大きな違いが見られた。これは、ポリシリコン層形成前に両面同時研磨が施された
比較例１のウェーハでは、ポリシリコン層の下にダメージを有しておらず、ＥＧシンクが
ポリシリコン層のみとなったために、金属残留量が高いレベルに推移したものと考えられ
る。
【００５０】
　なお、機械研磨に続いて乾式研磨が行われ、実施例１及び２よりもダメージ深さが小さ
い実施例３は、実施例１及び２の結果よりは劣るが、ダメージ深さが実質ゼロの比較例１
よりも優れる結果となった。
【００５１】
　このことから、本発明の方法により、機械的ダメージとポリシリコン層を組み合わせる
ことで、ＥＧ能力が向上することが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明のＰＢＳウェーハの製造プロセスの工程図である。
【図２】実施例１のウェーハ下面側断面におけるＴＥＭ像を示す図である。
【図３】実施例２のウェーハ下面側断面におけるＴＥＭ像を示す図である。
【図４】実施例３のウェーハ下面側断面におけるＴＥＭ像を示す図である。
【図５】比較例１のウェーハ下面側断面におけるＴＥＭ像を示す図である。
【図６】従来のＰＢＳウェーハの製造プロセスの工程図である。
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【符号の説明】
【００５３】
　１１　スライス
　１２　平坦化加工
　１３　ダメージ加工
　１４　ポリシリコン層形成
　１５　枚葉エッチング
　１６　鏡面研磨
　１８　仕上げ研磨

【図１】 【図６】
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】
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